223 06¢

P

- o o - b Sp @0 o o w5 = - - o

PH, 12,945
Rehechs I.

223064

WMEIORTA DESCRIPTIVA
! para scliocltsr
PATENTE DE INVENGION
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holandess, establecids en Bumesingel 29, Btnihoven, Ho-

landg, por:

“UN METODO DB FABRICAR Us SISTEMA DE ELECTRODOS DB
" GAPA DB BLOGURO™. '
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Es 8abldo &lojar un conjunto de electro~
dos d# capms de bloqueo que comprends un cusrpo gemicon~
duotor, m€s en particnlar un diode & oristel © un tranmsis-

tor, en una envelturs y Seller uwne plurslidad de alambres
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de paso en ests snvoltura Que generslmente estd hecha de
vidrio; 8in embargo, la envolturas pusds esiar hecha de
materiel cerdmico o de mester izl cerdmico y vidrio., Paxrte
de egta envoltura s&n pueds eatar hechg de motal;

‘ Es sabldo que log materisles sexdcsonducto-
res, utilizados, més an paztiaﬁlaz'gcrmnnio y selenlo y en
un greado menor también el eilicio, son sensibles &1 oalor,
e modo gque deben tomerse precauciones pars impedir un
calentamiento exoegivo 481 cuerpo semiconductor durante
la etaps de sellado de los canduotoraé.

por otra parte, deberfe ser desemble que
el onjox desarrellado por &1 pasale d& corriente durante
€1 funcionmmiento del sistem= sn el cuerpo gemiconductor
gea conducids hecia afuera de manera satiaf&ctoria'.

Eg dificil cumplir estas dos exigencias
gsimultdneamente ; bara le otapa'a: gell=ado es necesarlo
tener conductores largos y delgados de modo que ellos
pueden transferir solemente una cantidad pequesie de oa-
lor 8l cuerpo semiconauctor; purante €l funcionsmlento
eg veniajoso tener conductoreg gruesos y coritos de modd
que &llos pusden conducir hacla afuere satisfactoriamen~
te el calor,

Xl objeto de la presente invencidn ocongig-
te, entre oiros, en proveer un método de fabricsocién Qe
teles conjuntos que oumple ambas exigenclias, y se refiere

sdends o las estructureg fagbricadas de acuerdo con este

nétodo,
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De acuerdo con la presente invencidn, por
lo menos uno de 158 alambres de paso es previsto, deapués
de 12 etapa de sellazdo y sobre por lo mencs uns parte de

su lergo adyaoente & la envoliura de unse caps metdlica,

- ¥sio gse lleva & ozbo & une temperatura que no afecta al

cuerpo aemiconductox.. Bsta ogpe puede aplioarse de mene-
T2 nuy simple por tlaotro-plateado; 8in embergo, y oomo
elternativa, la oaps pusds.aplicarse segin el néiodo de
Schoop., Como oira 2lternativa, ls ocape puede estar aong-
tituida por unss espirss de slambre metdlico o por un
errollemiento de cinte metdlioa,

1a pregente invenocién se desoribird a ocon-
tinueocidn mde detallmdemente con raferencla & slgunss
renllizaciones de¢ 12 mism& que ge ilugtran en 1zs fign-
ras que mueatran trangistores en 'asoale empllada‘, Estos
transistores estdu provistos d¢ envolturas de vidrio que
estdn constituldas por un tubo de vidric 1 ocerrsio en unc
de sus extremos por medlio de ung tapa de vidrio sellade a'.

Bn cade tapa estdn sellados une plurali-
dad de aslambres de paso 3, que llegan hasts el odn;«;unto
de electrodos en €l iInterior de la envoltura, estande
dispuestc este conjunto sobre un cuerpo semicondunctor 4,
Tales tranaietores ya son conocidos; los alembres de pa-
@0 gon ocomparativamente delgsdog de modo que &1 cslor
g@plicado durante el gelladc de¢ la tepe de vidrio 2 no pro-
duce mfs que un aunmento permisible de le temperaturs del

gusrpo semiconductor,
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Kl presente invento coneiste en que uno

o mfa d¢ los alembres gue scbresalen de la envol tura

 estdn provistos de uns cape metdl ica,

Bn el tratamiento mogtrado en 1a figura 1
esta oape €8s aplicada por electro-plateado a todos los
alamb:ea; Ie misma eeté congtitulida por une capaz d6 co-
bre 5;

En el tranglstor moetrsdo en la figura 2,
ls parie d&»;oa alambieu dispueste asdyacentemente & la
envolture estd provista de una ocape pulverizada de slu-
minio 6; Ios extremos de los alambres guedan libres de
modo que pueden aolaara_avfe;’cumsnta‘.

En el ;szaqg;ator mostrade en la figura
3, el alambre de preo que va hacla un electrodoc, sopor-
%2 un alambre de cobre arreollsdo 7; Se supone gque la me-
yor ocantidad de oalor es desarrollada en este olaotrodo;
Bate clembre 7 puede soldarse luego =l slembre de peso 3
de molo que el contacto térmico reaults mejor; E1 anmen-~
to de temperaturs durante la etapa de soldadura es re-
ducido en comparacidn con el que se proluce durante la
eteps de sellad&.

Deber{s noterse que las figuras son gola-
mente vistas esquemffticas; particulermente el largo de
10s alambres de pego en el inter ior de la enveltura egté
mogtralo en escals ampliada por raszoneg de elaxiaad;

aigta @ollicitud, que corresponde & la pre~
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gentada en Holands €l 2% de Julio de 1954, bajo el Ko,
189,441, e~ mcege 8 loa benefiocloe del artionlo 51 del
vigente Egtatuio sobre Propiedad Industrial,

-0~ NOTA4 -0~

1oe punitos de invenocidn propia y nueva
¢que se presentan paré que sean objeto de este Patente
de Invencidn en Wspsfia, por VEINTSE siics, son los ai-
guietes:

12, -~ Método 4s fabricacidn de un oconjun~
to de electrodos ocon capas de¢ bloqueo que comprende une
envoltura con alambres de paso sellsdos en 12 misma nds
en particulser un transistor o un diodo & oristal, ocsrac-
terizado por el hecho d4e gue deapnés de la etapa de ge.-
1ledo, por lc menos uno d¢ log alambres de reso fuerg
d# 18 envoltiurs es provisto, por 1o menos sobre una par-
te siyacente 2 la envoltura, d¢ una oamp8 matélloa..

znv. - Método de acuerdo con 1& reivinai-
ogcidn 1, con la particularidad de que la cap® 68 apli-
ceda por slectro-pleteado,

3o, - Método de eonerdo oon la Teivin-
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dicgeién 1, oon la particularided de que la cape €8 apli-
cada gegin &1 método de SGhoop;

49; - Método de gousrdo con la reiviniiom-
oién 1, con la perticuleridad de gque la caps metflion se
obtiens errollando un slembre o una ointe matdlioca scbre
el conductor de paso;

52, - Un slstens de 21f#ctrodos con capra
de bloguso que ocomprende une envoltura csn alambres de
paso sellados, mds en particular un transistor en un diode
& origtel, ocarscterizado por el hecho de gue despufs de
ls etaps de sellado, psr 10 menocs un elambre de peeo
frers de lo envolturas es provisto, por lo menos sobre
unp parte adymoente & le envoltura de uns oape metdlioca
de une menera tsl que &1 difnetro de eata parte es sunpe~
rior que @1 de la porte del &lambre en &1 interior ae
le envolturé.

59; - Sietemz de eleotrodoe de ocapas de
bloqueo de acuerdo con la reivindicacién 5, oon le par-
ticulerided de que ls cape ea aplicafa por electro-pla-~
taado;

‘79; - glstema de electrodos de oczpas de
bloquso, de acuerde con la reivindicacidn 5, con la par-
ticularided de que 1z copr estd constltulda por una ospa
aplicsda gegun el método de Schoop.

89; - Slatena de elzctrodos d2 caprg de
blequec, de souerdo con la reivindicacidn 5, con la par-

tioularidad de gue la caps e@std constitulda por un arre-
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llamiento dé alambre ¢ cinte metéliom,
99, - Un método a8 febricar ua sistena
de eleotrodos ds ocaps 4s bloqugo‘.
Tal y oomo se he desacrito en la Memoris
que anteceda, representaio en €l dibujo que ase zcompaiia
Y oon los fines que se hen especifiocado,

Bats Memor is consta de elete hojes escri-

tag por une snle oara,

maaris, 22DIC ivss
E. ‘.
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